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３．事後評価結果 

〇評点： 

 

 

 

〇総合評価コメント：  

 

本プロジェクトは、計算科学を用いたトンネル磁気抵抗素子基盤材料の創出を目指したもので、トン

ネル磁気抵抗比（TMR、室温）1000％以上を目標に掲げている。研究期間中の結果として TMR 値が最終目

標に達していないものの、ポテンシャルの高い新物質を見出し、あとは界面・組成の最適化をすれば良

いと思われるレベルにまで追い込むことはできている。TMR 比を目的変数としてベイズ最適化を行い、

磁気スティフネス係数をパラメータとした機械学習で、従来のモデルベースの材料探索空間を超えた広

範囲で材料探索・検証を進め、MIの有効性を高めている。従来の酸化物系バリア膜から探索範囲を広げ、

準安定窒化物バリアの有効性を見出している。論文発表と併せ、外国出願 2件を含む十分な特許申請が

なされている。また、チーム間の有機的連携を成果に上手く繋げており、CREST らしいチーム型の研究

活動を展開したと判断される。 

準安定磁性合金と準安定窒化物バリアという本プロジェクトで開発した新材料の組合わせにより、優

れた MRAM 特性に到達できるかどうか、今後の進展に注目し、トンネル磁気抵抗素子のブレークスルー

に繋げることを期待する。 

 

 

以上

 

A+ 非常に優れている 


